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(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a support substrate (1) provided with a charge-trapping layer. The method
comprises introducing a monocrystalline silicon base substrate (2) into a chamber of a deposition apparatus and, without withdrawing
the base substrate (2) from the chamber and while sweeping the chamber using a carrier gas, the following successive steps: - forming
a dielectric layer (3) on the base substrate (2) by introducing a reactive gas into the chamber for a first time period; - forming a
polycrystalline silicon charge-trapping layer (4) directly on the dielectric layer (3) by introducing a silicon-containing precursor gas
into the chamber for a second time period subsequent to the first. The duration for which the dielectric layer (3) is exposed solely to
the carrier gas, between the first time period and the second time period, is less than 30 seconds and the charge-trapping layer (4) is
formed at a temperature strictly of between 1010°C and 1200°C.

(57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé de préparation d'un substrat support (1) muni d'une couche de piégeage de charges.
Le procédé comprend l'introduction d'un substrat de base (2) en silicium monocristallin dans une chambre d'un équipement de dépot
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Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des

revendications, sera republiée si des modifications sont

regues (regle 48.2(h))
et, sans extraire le substrat de base (2) de la chambre et tout en balayant la chambre a l'aide d'un gaz porteur, les étapes successives
suivantes : - former une couche diélectrique (3) sur le substrat de base (2) en introduisant dans la chambre un gaz réactif au cours
d'une premiere période de temps; - former une couche de piégeage de charges (4) en silicium polycristallin directement sur la couche
diélectrique (3) en introduisant dans la chambre un gaz précurseur contenant du silicium au cours d'une deuxi¢me période de temps
postérieure a la premiére. La durée pendant laquelle la couche diélectrique (3) est exposée uniquement au gaz porteur, entre la premicre
période de temps et la deuxieme période de temps, est inférieure a 30 secondes et 1a formation de la couche de piégeage de charges (4)
est conduite a une température strictement comprise entre 1010°C et 1200°C.




